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В целом значения высоты барьера Шоттки после БТО структуры Ni – V/Pt/Si при температуре 600 °С 
коррелируют с приведенными выше данными о  содержании платины в пограничном слое двойного 
силицида NiPtSi. Также следует отметить справедливость ранее сделанного вывода об отсутствии су-
щественного влияния содержащих ванадий поверхностных слоев на электронные и электрофизические 
свойства барьеров Шоттки.

Анализ зависимости плотности обратного тока через силицидные контакты от температуры БТО 
(рис. 7) показывает, что при ее повышении от 400 до 450 °С плотность обратного тока для структур 
Ni – V/Pt/Si с толщиной слоя сплава Ni – V 20; 40 и 60 нм возрастает более чем на порядок величины. 
На фоне стабильных значений высоты барьера Шоттки данный факт указывает на увеличение плотно-
сти дефектов на границе раздела силицид – кремний, обусловленных диффузией компонентов структуры 
и фазовыми перестроениями, что также подтверждается развитой морфологией этой границы раздела 
(см. рис. 5, а).

Для структур Ni – V/Pt/Si с толщиной слоя сплава Ni – V 40 и 20 нм дальнейшее повышение темпе-
ратуры БТО вплоть до 600 °С приводит к уменьшению плотности обратного тока на один и два порядка 
величины соответственно, что вызвано снижением плотности дефектов на границе раздела силицид – 
кремний и сглаживанием ее морфологии (см. рис. 5, в и г). Кроме того, во втором случае дополнитель-
ное влияние на уменьшение плотности обратного тока оказывает увеличение высоты барьера Шоттки. 

Для структур с толщиной слоя сплава Ni – V 60 нм повышение температуры БТО до 500 °C приводит 
к дальнейшему росту плотности обратного тока, что, по-видимому, обусловливается снижением высоты 
барьера Шоттки (см. рис. 6) и свидетельствует о сохранении высокой плотности дефектов на границе 
раздела силицид – кремний. При температуре БТО 550 °C наблюдаются снижение средней плотности 
обратного тока на порядок величины и существенное уменьшение разброса значений этого параметра, 
что говорит о снижении плотности дефектов на границе раздела силицид – кремний на фоне сглажива-
ния ее морфологии. Дальнейшее увеличение температуры БТО до 600 °С снова приводит к кратному 
росту плотности обратного тока и разбросу значений этой величины, что в данном случае коррелирует 
с уменьшением высоты барьера Шоттки с одновременным увеличением разброса ее значений.

Таким образом, на величину плотности обратного тока силицидных контактов, полученных БТО струк-
туры Ni – V/Pt/Si, влияет как высота их барьера Шоттки, так и плотность дефектов на границе раздела 
силицид – кремний, обусловленных диффузией компонентов структуры и фазовыми перестроениями.

Заключение
В результате проведенных исследований установлено влияние температуры БТО структур Ni – V/Pt/Si 

с толщиной слоя сплава Ni – V 20; 40 и 60 нм на структурно-фазовые превращения в формирующихся 
слоях силицидов и их контактно-барьерные свойства.

Рис. 7. Зависимость плотности обратного тока через структуру Ni – V/Pt/Si  
от температуры БТО при толщине слоя сплава Ni – V 20; 40 и 60 нм

Fig. 7. The dependence of revers current density through Ni – V/Pt/Si structure  
on the rapid heat treatment temperature at a Ni – V alloy layer thickness of 20; 40 and 60 nm


